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Sposob zabezpieczania Scian przed osadzaniem si¢ zanieczyszczen
w krystalizatorach wyparnych o dzialaniu cigglym i krystalizator
do stosowania tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb zabezpie-
czania $cian przed osadzaniem sie zanieczyszczen
w krystalizatorach wyparnych o dziataniu cigg-
tym i krystalizator do stosowania tego sposobu.

W znanych Kkrystalizatorach roztwér produktu
przeznaczonego do krystalizacji obiega od wejscia
do wyjscia aparatu zaopatrzonego w urzadzenia
grzejne, powodujace odparowanie frakcji roztwo-
ru tak, aby doprowadzi¢ jego stezenie do war-
tosci, przy ktérej nastepuje krystalizacja rozpusz-
czonego produktu. Do aparatéw tych wprowadza
sie w szeregu punktach roztwér nienasycony, kt6-
rego natezenie przeplywu reguluje sie tak, aby u-
trzymywaé zadana warto§¢ stezenia roztworu w
kazdym z tych punktéw.

W aparacie tym produkty krystalizacji moga u-
tworzy¢é na cze§ciach nie zanurmonych S$cianek i
przegréd osad szkodliwy dla poprawnego dzialania
urzgdzenia. Dla powstrzymania tworzenia si¢ osa-
du proponuje sie¢ zwilzanie powierzchni w miej-
scach podatnych na tworzenie osadu za pomoca
roztworu nienasyconego wprowadzanego w roéznych
punktach ‘aparatu tak, aby utworzy¢ na tych po-
wierzchniach cienkg warstewke roztworu niena-
syconego. Roztwoér rozpuszcza krysztaly lub je od-
czepia od $cianki i sptukuje ku dolowi do wnetrza
masy krystalizujacej.

Poniewaz doptyw roztworu . nienasyconego po-
trzebny do podtrzymywania zadanej wartoSci ste-
Zenia roztworu jest zbyt staby do utworzenia cigg-
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lej i jednolitej warstwy na powierzchniach sptu-
kiwanych i wobec tego, aby uzyskaé¢ skuteczne
sptukiwanie, konieczne jest albo mieszanie roztwo-
ru nienasyconego z cze§ciag zawracanego roztwo-
ru obrabianego, albo stosowanie pulsujgcego do-
plywu roztworu nienasyconego.

Pierwszy spos6b jest skuteczny jedynie w pierw-
szych sekcjach lub komorach aparatu, w ktérych
nie wytworzyly sie jeszcze krysztaly. »

Drugi spos6b posiada wade polegajaca ‘na wy-
twarzaniu okresowych wahan stanu masy krys-
talizacyjnej w kazdej sekcji lub komorze apara-
tu. Urzadzenie sterujace aparatu winno podtrzy-
mywac¢ kazdy z tych stan6w na poziomie zatozo-
nej wartosci $redniej i wskutek tych wahan pra-
ca jego jest szczegéblnie trudna.

Aby zapobiec tej niedogodnosci, proponuje sie
wedlug wynalazku zasilanie ciggle kazdej sekcji
lub komory aparatu oraz zuzycie calej ilosci do-
plywajacego roztworu do zwilzania jedynie cze$-
ci powierzchni $cianek sekeji lub komory w ten
sposéb, aby na tej cze$ci wytworzyé warstwe ciekly
zapewniajacg skuteczne przemywanie, przy czym
powierzchnie te powinny by¢é podzielone na kilka
kolejno zwilzanych czeSci. Do - zastosowania tego
wynalazku przewiduje sie dla kazdej cze$ci po-
wierzchni Scianki lub komory aparatu do krysta-
lizacji oddzielny element urzadzenia natryskujg-
cego. Poszczegbélne elementy urzgdzenia natrysku-
jacego kazdej sekcji lub komory sg kolejno za-
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silane calkowitg ilo§cig roztworu przypadajacego
na dang sekcje lub komore za posrednictwem
zaworu rozdzielczego.

Spos6b wedlug wynalazku polega na tym, ze
calg ilo§¢ roztworu nienasyconego wprowadzane-
go do kazdej sekcji lub komory wykorzystuje
si¢ do natryskiwania jedynie cze$ci powierzchni
Scianek sekcji lub komory dla wytworzenia na
tej czeSci Scianek warstewki piynnej, przy czym
powierzchnia ta jest podzielona na szereg czeSci
kolejno natryskiwanych.

Urzadzenie wedilug wynalazku charakteryzuje sie
tym, Ze kaida komora posiada w swojej gornej
czeSci kilka elementow do natryskiwania roz-
mieszczonych wzdiluz $cianek komory i kazdy ele-
ment do matryskiwania zwilza jedynie cze$¢ po-
wierzchni S$cianki, za§ wszystkie te elementy sg
przylaczone do rozdzielacza, ktory wlacza je ko-
lejno do sieci za poSrednictwem rury zasilajacej
danej komory. Przedmiot wynalazku jest doklad-
niej objasniony na przykladzie wykonania, nie ogra-
niczajagcym jego zakresu, zgodnie z rysunkiem, na
ktorym fig. 1 przedstawia schematycznie przekroj
wdluzny aparatu do krystalizacji przez odparowa-
nie o dzialaniu cigglym, wyposazonego w uklad
splukiwania Scianek dzialowych, fig. 2 — przekroj
poprzeczny aparatu pokazanego na fig. 1, a fig. 3
— widok rzutu poziomego komory aparatu uwi-
docznionego na fig. 1.

Aparat pokazany na rysunku fig. 1 i 2 sklada
sie z cylindrycznego poziomego zbiornika 10, kt6-
ry jest podzielony na kilka komér za pomocag
poprzecznych przegréd 12 i w ktérym jest u-
mieszczona wigzka grzejna o podiuznych plyt-
kach 14.

Komory sg polaczone migdzy sobg poprzez o-
twory 16 wykonane w dolnej czeSci przegréd 12
z wyjatkiem dwo6ch pierwszych komoér, ktére sa
izolowane jedna od drugiej. Slimak 18 umieszczo-
ny na dnie aparatu i przechodzacy przez otwo-
ry 16 ulatwia przesuwanie Kkrysztalow z jednej
komory do drugiej.

Roztwér nienasycony przeznaczony do krystali-
zacji, ktéry moze by¢é na przyklad syropem cu-
krowniczym, zostaje wprowadzony do pierwszej
komory w A gdzie jest stezany az do nasycenia,
nastepnie jest przepompowywany pompa do dru-
giej komory, do ktérej wprowadza sie jednocze§-
nie zarodki krysztalkéw, za§ mieszanina ta prze-
chodzi nastepnie sukcesywnie przez wszystkie ko-
mory, w ktérych krysztaly wzrastajg, a miesza-
nina korficowa jest usuwana w B z ostatniej ko-
mory. )

Aby utrzymaé¢ w kazidej komorze steZenie roz-
tworu o zgdanej warto$ci, do komory wprowadza
sie pewng objeto§¢ roztworu nienasyconego. Ko-
mory sg zasilane roztworem nienasyconym ze
zbiornika 20 przez przewody rurowe 22, na kt6-
rych s umieszczone zawory 24. Stopien otwarcia
zawor6w jest regulowany przez nie pokazany na
rysunku uklad regulacyjny sluzacy do podtrzy-
mywania stezenia roztworu w komorze odpo-
wiednio do okre$lonej wartoSci.

Za posrednictwem rozdzielaczy 26 przewody ru-
rowe 22 sg przylaczone do urzadzen natryskowych
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4
umieszczonych wzdluz przegréd poprzecznych - 28
i przegréd 12 w ich czeSci goérnej.

Jak uwidoczniono na rysunku, fig. 3, kazda ko-
mora zawiera sze§¢ elementéw Al, A2, .. A6 urzg-
dzenia natryskowego ulozonych od poczatku do kon-
ca wzdluz $cianek dzialowych i przegréd 12 na ich
czeSciach gérnych. Elementy te sg od siebie od-
dzielone i kazdy z nich jest przylgczony za po-
Srednictwem przewodu rurowego T1, T2, .. T6 do
jednego z wyj$§¢ rozdzielacza 26, do ktérego docho-
dzi przewdd zasilania 22.

Przez przew6d rurowy 22 i rozdzielacz 26 jest
dostarczana w spos6b ciggly ilo§¢é roztworu nie-
nasyconego konieczna do utrzymania reakcji w
rozwazanej komorze i kieruje go kolejno do kaz-
dego z szeSciu elementéw urzadzenia natryskowe-
go Al, A2, .. A6.

Rozdzielacz 26 jest na przyklad znanym zawo-
rem typu obrotowego, a jego wirnik jest nape-
dzany przez odpowiednie urzgdzenie, ktére u-
trzymuje go w kazdym z sze$ciu -polozen odpo-
wiadajacych zasilaniu odpowiedniego elementu w
ciggu okreSlonego czasu i powoduje szybkie prze-
laczenie z danego polozenia w nastepne polozZenie.
Rozdzielacze mogg mieé napedy niezalezne lub
naped wspo6lny.

Kaidy element urzadzenia dla natryskiwania jest
w opisany spos6b zasilany przez calkowitg ilo§é
roztworu nienasyconego, wprowadzanego w da-
nym momencie do komory. Ditugo$é, wiec i ilos§é
elementé6w natryskowych jest funkcjg tej iloSci.
Dobiera sie jg w taki spos6b, aby warstewka cie-
czy wytworzona na kazdej czeSci $cianki 28 i prze-
grody 12 byla réwnomierna i wystarczajgca do
skutecznego jej splukania, gdy odpowiednie u-
rzadzenie natryskowe jest zasilane.

Do kazdej komory aparatu stosuje si¢ podobne
urzadzenie do zmywania. Poniewaz zasilanie kaz-
dej komory jest ciggle, regulacja dzialania apara-
tu jest znacznie latwiejsza, niz w przypadku za-
silania pulsacyjnego.

Jest oczywiste, ze do realizacji opisanego wy-
nalazku mogg byé wprowadzone liczne zmiany,
przez zastosowanie réwnowaznych $rodkéw tech-
nicznych.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b zabezpieczania §cian przed osadzaniem
sie zanlieczyszczen w Kkrystalizatorach wyparnych
o dzialaniu cigglym, ktére sa podzielone na sze-
reg sekcji lub komoér, do ktérych wprowadza sie
w sposOb ciagly roztwér nienasycony, znamien-
ny tym, ze cala ilo§¢é roztworu nienasyconego w-
prowadzanego do kazdej sekcji lub komory wy-
korzystuje sie do natryskiwania jedynie czeSci
powierzchni §cianek sekcji lub komory dla wytwo-
rzenia na tej czeSci Scianek warstewki ptynnej,
przy czym powierzchnia ta jest podzielona na sze-
reg czeSci kolejno natryskiwanych.

2. Krystalizator do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1, zaopatrzony w kadZ podiuing, umiesz-
czong poziomo i podzielong na kilka komér za
pomoca poprzecznych przegréd, w ktérym kazda
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komora jest potaczona rura ze zrodiem roztworu do natryskiwania zwilza jedynie cze§¢ powierzchni
nienasyconego, znamienny tym, Ze kazda komora Scianki, za$ wszystkie te elementy sg przylaczone
posiada w swej gornej cze$ci kilka elementéw do do rozdzielacza (26), ktéry wiacza je kolejno do
natryskiwania (Al, AZ2, A6) rozmieszczonych sieci za posrednictwem rury zasilajacej (22) danej

wzdtuz Scianek (12) i (28) komory, a kazdy element ; komory.
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